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De nouveaux procédés de gravure basés sur la gravure chimique a base de métaux nobles (MACE*) [1,
2] sont explorés dans le but d'obtenir une texturisation de surface plus efficace pour les cellules solaires en
silicium [3]. Dans un premier temps, nous avons réalisé des simulations de courbures de bandes en 2 dimensions
pour modéliser, a I’échelle nanométrique, les interfaces métal/silicium/électrolyte afin d’avoir une
compréhension globale du mécanisme MACE. En effet, nous montrons selon le travail de sortie du métal, le
dopage du Si et la nature du contact, que la variation de la courbure de bandes sous polarisation différe et affecte
d’une maniere trés significative les processus de gravure. Ces modélisations nous permettent de choisir le
systeme le plus approprié pour la texturisation spécifique du substrat silicium.

Pour un substrat de silicium de type P modérément dopé, nous montrons que le contact nanoparticule
Pt/Si(p) est ohmique et entraine une gravure délocalisée [4]. En effet, une zone de silicium poreux se forme
autour du pore et s’étend méme bien au dela de la nanoparticule, signifiant que la gravure ne se fait pas
uniquement en dessous de la nanoparticule comme souhaitée initialement. Toutefois, cette délocalisation mene a
la formation de pores en forme de céne. De plus, appliquant une tension entre I’électrolyte et la face arriere du
substrat, nous montrons que I’on peut moduler I’angle des cénes lors de la gravure. Ainsi, I’angle des cdnes peut
étre ajusté afin de réduire la réflectivité. Une réflectivité inférieur a 5% [4] est mesurée expérimentalement sur la
gamme du visible/ proche IR qui est une valeur plus faible que celles mesurées sur les cellules records [5].

Pour un substrat de silicium de type N modérément dopé, la nature du contact Au/Si(n) est adaptée
pour obtenir une gravure localisée par MACE. Cela nous permet de développer une nouvelle stratégie, basée sur
I’utilisation d’une électrode nanoporeuse macroscopique, afin de réaliser en une seule étape, un transfert de motif
en 3 dimensions sur de grandes surfaces. Une preuve de concept a été expérimentalement obtenue en imprimant
un réseau de pyramides inversées, et ceci indépendamment de l'orientation cristallographique du substrat [6].
Ces résultats servent de base a la mise au point d'une nouvelle technique d'impression avec une forte application

dans le domaine du traitement de surface Si pour les applications photovoltaiques.

* Metal Assisted Chemical Etching
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